Crynujcku mporpam: Mactep akagemMcke cryauje Ousnka

Ha3zus npeameTra: MeMpUCTUBHU MaTepHjaIn

Hacrasnuk : np Kpucruna Yajko

CraTtyc npeamera: u300pHH

Bbpoj ECIIB: 8

YcaoB: Ousrka KOHICH30BaHE MaTepHje

uwb npeamera
Crumame caBpeMEeHHX TEOPHjCKUX U MPAKTHYHHUX 3HAEkHa 0 MEMPHUCTHBHAM MatepujanrMa. OCIOCOOUTH CTYACHTE J1a pa3zyMejy
OCHOBHE T10jaBe M MPOIlece MEMPHUCTUBHUX MaTepHjasia U MOTYhHOCTH IhHUXOBE IPUMEHE Y HANPEAHUM TEXHOJIOTHjama.

Hcxon npeamera
Hakon oxcirymaHoT 1 caBagaHoT caapikaja MpeaMeTa CTyAeHT Tpeda y TOBOJFHOj MEpH /1a MMa:
Omnuire criocoOHOCTH:
- Ilo3HaBame OCHOBHHX II0jMOBA Y KapakTepH3aliju MEMPUCTHBHUX CBOjCTaBa Marepujana
- OcnocobJbeHocT 3a camocTainHo npaheme cTpydHe JuTeparype.
[IpeameTHO-cienuduIHE CIIOCOOHOCTH:
Ocnoco0JbeHOCT CTYACHTA 32 MHTEPIPETall]y eKCIIEPUMEHTAIHUX Pe3yJITaTa.

Capnp:xaj npeqmera

Teopujcka nacmasa

Jedunnimja n GusHuky Moaenn MeMpucTopa. THIOBH, OCOOMHE M CTPYKTYpa MEMPHCTHUBHHX MaTepHjana. YHUIOJIApHH U
OWIONapHW pPE3UCTUBHH MEMOpHjCKH  edekaT. EKcrnepuMeHTanHO WCHUTHBAakE MEMPHCTHBHHX — KapaKTepPHCTHKA
¢yHKIMOHATHNX Martepujana. CTpyjHO HallOHCKa KapaKTEPHUCTHKAa MEMPUCTUBHHX MaTepwjana. OppehuBame MeMOpHjcKor
Ipo30pa, OTIIOpa y HUCKOOTIIOPHOM U BHCOKOOTIIOPHOM cTamy. PHU3NYKKM MEXaHW3MH Ipeslacka MEMPHCTHBHUX MaTepHjaia
U3 BHCOKOOTIOPHOT Y HUCKOOTIOPHO CTale W 00pHYyTO. MexaHu3mu npoBoibuBocTH. Memoprjcku RRAM (enr. Resistive
Random Access Memory) nato ypehaju. [IpumMeHa MEMPHCTHBHHUX MaTepHjaia y BEIITAYKHMM HEYPOHCKUM MpeKama.

Ipakmuyna nacmasa
Ymo3HaBame ca pajoM OCHOBHMX HHCTpyMEHaTa 3a eKCIepUMEHTAllHA Mepema Be3aHa 3a WCIUTHBAKE MEMPHUCTHBHUX
KapaKTepHCTHKa QYHKIIMOHAIHUX MaTepujana. V3pana u mpe3eHTalMja CeMHHAPCKHUX PaJIoBa.
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Bpoj yacoBa akTuBHe HacTaBe ‘ Teopujcka HacTaBa: 3 ‘ [pakTnyna HacTaBa: 2

Metoae u3Bohema HacTaBe
IpenaBama (3 yaca HeJICJHHO Y TOKY ceMecTpa), Bexk0e (1 uac HeJleJbHO Y TOKY ceMecTpa), u3pajaa ceMuHapckor pazia (1 gac
HEIEJHHO Y TOKY CeMeCTpa).

Ouena 3Hama (MakcumaJjnu Opoj noesa 100)

IpeaucnurHe 06aBe3e MOoeHa 3aBpLIHN UCTIUT noeHa
AKTUBHOCT y TOKY IIpeAaBama 5 MUCMEHH UCITHT
MpaKTHYHA HACTaBa 10 YCMEHH HCIIT 70

KOJIOKBHjyM-U L

CEeMHHAP-U 15




